Wzrost | wtasciwosci ultracienkich warstw PTCDI-Cg na powierzchniach Sii GaN

Wiasciwosci elektronowe i fizykochemiczne warstw molekularnych osadzonych na poditozach
potprzewodnikowych zalezg od mechanizmu ich wzrostu i morfologii warstwy. Badania zmian
zachodzgcych w obszarze przypowierzchniowym wraz ze wzrostem pokrycia sg konieczne, zeby
lepiej zrozumie¢ procesy wplywajgce na koricowe wiasciwosci takich uktadow.

W pracy przedstawiono wyniki badan adsorpcji molekut PTCDI-Cg na powierzchni wybranych
potprzewodnikéw: p-Si(100), n-Si(110), p-GaN(0001) oraz n—GaN(0001). Badania przeprowadzone
zostaly  wykorzystujgc: spektroskopie fotoelektronéw w zakresie promieniowania X (XPS),
spektroskopie fotoelektrondw w zakresie promieniowania ultrafioletowego (UPS), skaningowg
mikroskopie tunelowg (STM) oraz zostaly wsparte obliczeniami przy uzyciu teorii funkcjonatow
gestosci (DFT). Celem pracy byta charakterystyka wplywu podtozy na morfologiczne, strukturalne i
elektronowe wiasciwosci warstw organicznych, w szczegélnoéci zbadanie roli podioza jako wzornika
determinujgcego strukture warstwy.

W wyniku oddziatywan miedzymolekularnych (wigzania wodorowe i oddziatywania 1-1r) molekuty
PTCDI-Cg stosunkowo fatwo ukiadajg sie w struktury supramolekularne. W przypadku obu badanych
powierzchni krzemu samoorganizacja molekut byta ograniczona przez silne oddziatywanie molekuta-
podioze, przez co warstwa miata charakter amorficzny. Wyjatek stanowig faricuchy molekularne
powstajgce na powierzchni Si(110) przy pokryciu okoto 0,5 monowarstwy. Z kolei na powierzchni GaN
powstawaty wysokouporzadkowane wielowarstwowe wyspy, a dominujgcg role odgrywaty
oddziatywania miedzymolekularne. Badania spektroskopowe byly prowadzone na réznych etapach
wzrostu. Wyniki uzyskane dla wszystkich badanych uktadéw pokazaty, ze wskutek adsorpcji zachodzg
znaczgce zmiany w strukturze elektronowej i wiasciwosciach chemicznych, w szczegéinosci na
podtozach typu n.
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